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【はじめに】以前，ミスト CVD 法により作製された ZnO 膜の結晶性や発光特性が基板温度（反応温度）

に著しく依存することを報告した(1)。今回は，成膜時の基板温度をより厳密に測定および制御し，得られ

たZnO膜の結晶性および発光特性が基板温度の違いによりどのように変化するかを詳細に検討した。 
 

【実験方法】ZnO膜は，マスフローコントローラ（MFC）に

よって流量制御された原料霧化ガス（キャリアガス）を別の

系統から同じく MFC によって流量制御された乾燥空気によ

り希釈されたガスを，高温に加熱された基板（Si基板もしく

は石英基板）上で反応させることによって成膜された。また，

基板の直下（成膜面とは反対側）に熱電対を取り付け，この

熱電対によって測定された温度を基準に約 400℃～約 600℃

の間で基板温度（反応温度）を変化させた。ZnO膜の膜厚は

約 300nm とした。作製された ZnO 薄膜の評価は，X 線回折

(XRD)装置を用いた結晶学的特性と蛍光分光光度計を用いた

発光(PL)特性についてそれぞれ実施された。 
 

【結果と考察】 作製された ZnO 膜は，成膜時の基板温度に

よらず近紫外から緑色領域において発光が確認された。得ら

れた典型的な PL スペクトルを図 1 に示す。同図より明らか

なように，波長約380nmをピークとするシャープな近紫外発

光と波長約 500nm をピークとするブロードな緑色発光がそ

れぞれ観測された。前者はZnOの励起子による発光，後者は

ZnO中の酸素欠陥による発光であると思われる。しかし，こ

れらの発光の強度は基板温度に著しく依存した。図 2(a)に基

板温度を約 475℃から約 515℃まで変化させて作製した ZnO

膜の波長約 380nm の発光ピーク強度の基板温度依存性を示

す。同図より明らかなように，約380nmの近紫外発光は，基

板温度が約 500℃までは基板温度の上昇に伴って増加するが，

約 500℃以上では急激に低下していることがわかる。一方，

同試料についてX線回折測定を行った結果，すべての薄膜に

おいて34deg付近にZnOの(0002)面(c軸配向)に起因する回折

線のみが観測された。しかし，この回折線の強度は基板温度

に著しく依存した。図 2(b)に同試料の(0002)面に起因する回

折線強度の基板温度依存性を示す。同図より明らかなように，

基板温度を約 500℃以上にすることで回折線強度の著しい増

加が確認できる。さらに図 2(a)と(b)を比較すると，基板温度

約500℃以上において確認された波長約380nmの発光強度の

低下とXRD強度の増加が非常に対応していることがわかる。 
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